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Тема дисертації:
1. Вплив складу активаторних домішок на формування структурних дефектів і властивості лазерних
монокристалів PbMoO4:Nd3+ і PbWO4:Nd3+

2. Dielectric, optic parameters and point defects in lasing molybdate and tungstate single crystals doped by
neodymium ions

Реферат:
1. Робота присвячена визначенню впливу складу активаторних домішок на формування структурних
зарядокоменсуючих дефектів і властивості лазерних монокристалів PbMoO4:Nd і PbWO4:Nd. Методами
рентгенівської дифракції, діелектричної та оптичної спектроскопії встановлені типи і визначені концентрації
точкових дефектів в монокристалах PbMoO4:Nd і PbWO4:Nd в залежності від складу активаторних домішок і
концентрацій неодиму, запропоновані структури активаторних центрів з урахуванням відповідних
механізмів зарядової компенсації. Встановлено, що в вирощених методом Чохральського кристалах
PbMoO4:Nd3+: іони Nd3+ займають кристалографічну позицію свинцю, вакансії кисню відсутні; для
кристалів, вирощених із розплавів PbMoO4-Nd2O3, PbMoO4-Nd2(MoO4)3, PbMoO4-NaNd(MoO4)2 визначені
концентрації вакансій молібдену, а для кристалів вирощених з розплаву PbMoO4-NdNbO4 встановлена їх
відсутність; локальне оточення Nd залежить від складу активаторних домішок Nd2O3, NdNbO4, Nd2(MoO4)3,



NaNd(MoO4)2. Вирощування кристалів PbMoO4:Nd3+ із розплавів PbMoO4-Nd2O3 і PbMoO4-NdNbO4
призводить до формування одного типу активаторних центрів, а із розплавів PbMoO4-Nd2(MoO4)3 і PbMoO4-
NaNd(MoO4)2 – двох і більше. Для кристалів PbWO4:Nd3+, вирощених із розплавів PbWO4-Nd2(WO4)3
встановлена трансформація активаторного центру при збільшенні концентрації неодиму в кристалі з 0,48 до
0,55 ат.%. Максимальну променеву стійкість 90 Дж/см2 демонструє кристал PbMoO4:Nd3+ з одним типом
активаторних центрів, активований Nd2O3. Променева стійкість кристалів PbMoO4:Nd3+, які мають два та
більше активаторних центрів, та до складу яких входить співактиватор (Nb і Na) знаходиться в інтервалі 25-60
Дж/см2 (активація домішками Nd2(MoO4)3 NdNbO4, і NaNd(MoO4)2). На основі визначених структур
активаторних центрів в кристалах PbMoO4:Nd3+, PbWO4:Nd3+ в залежності від концентрації неодиму і
способу його введення в кристали, вибрані оптимальні склади активаторних домішок та умови отримання
кристалів для виготовлення вдосконалених елементів ВКР лазерів.

2. The work is devoted to determination of affection of dopant composition on formation of compensating charge
defects and properties of PbMoO4:Nd3+ and PbWO4:Nd3+ laser single crystals. Types and concentrations of point
defects are determined in PbMoO4:Nd3+ and PbWO4:Nd3+ single crystals in depending on activator composition
and Nd concentration by means of X-ray diffraction, dielectric and optic spectroscopy. Taking into account a
mechanism of charge compensation, the models of activator centers are proposed. It was established, that in the
grown by Czochralski method PbMoO4:Nd3+ single crystals: Nd3+ ions occupied the Pb crystallographic site,
oxygen vacancies were not determined; the concentrations of molybdenum vacancies were determined for the
crystals grown from PbMoO4-Nd2O3, PbMoO4-Nd2(MoO4)3, PbMoO4-NaNd(MoO4)2 melts; molybdenum
vacancies were not determined for the crystal grown from PbMoO4-NdNbO4 melt; local surrounding of Nd in the
crystal lattice depends on composition of Nd2O3, NdNbO4, Nd2(MoO4)3, NaNd(MoO4)2 dopants. The
PbMoO4:Nd3+ crystal growth from PbMoO4-Nd2O3 and PbMoO4-NdNbO4 melts leads to one type activator
center formation, from PbMoO4-Nd2(MoO4)3 and PbMoO4-NaNd(MoO4)2 – more than one. For PbWO4:Nd3+,
crystal grown from PbWO4-Nd2(WO4)3 melt the transformation of activator center was determined under the
change of Nd concentration from 0.48 to 0.55 аt.%. PbMoO4:Nd3+ crystals doped by Nd2O3 contain one type of
activator center and demonstrate the highest value of damage threshold of 90 J/cm2. Damage threshold of the
crystals containing two and more activator center and co-dopants lays in the interval of 25-60 J/cm2 (NdNbO4,
Nd2(MoO4)3, NaNd(MoO4)2 dopants). On the base of determined activator center models in depending on Nd
concentration and dopant composition, optimum dopant compositions and crystal growth conditions for
production of improved SRS laser elements were chosen.
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